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本研究の目的は，高性能 CMOS（Complementary-Metal-Oxide-Semiconductor）に採用されている

SOI（Silicon on Insulator）基板に光検出器をモノリシック実装することである．寄生容量が小さく，

素子間・ウェル間分離距離も小さくできるため，動作の高速化や低消費電力化につながるが，シ

リコン層は数 100 nm以下の厚さしかない．このような SOI基板に高感度な光検出器を組み込むこ

とができれば，低消費電力フォト ICや高速画像認識 LSI等が実現され，光デバイスに新たな可能

性をもたらすものと考えられる．SOI 上に光検出器を実装するためには，SOI 光検出器の光吸収

効率を向上させる必要がある．吸収層が厚さ数 100nmであり，透過光など吸収に寄与しない光成

分が支配的になるためである．本研究では，可視光領域において局在プラズモン共鳴を示す金ナ

ノ粒子に着目し，SOI-PIN フォトダイオードに金ナノ粒子を付着した新しい受光デバイスを開発

した． 

本講演では，金ナノ粒子付 SOI フォトダイオードの感度向上メカニズムと実証結果について紹

介する [1]．シミュレーションにより，膜厚 100 nmの SOIに対して，金ナノ粒子径 140 nm，粒子

密度 1.7×109 particles/cm2のとき，最大感度が得られることが分かった．比較的大きな金ナノ粒子

を高密度に付着させるため，金ナノコンポジット膜をシードとした金ナノ粒子チオール結合法を

確立し，金ナノ粒子付 SOI フォトダイオードを作製した．粒径 150 nm の金ナノ粒子を 6.0×108 

particles/cm2と高密度に配列し，波長 620nm近傍において約 2倍の感度向上を達成した (Fig. 1)． 
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Fig. 1 (a) SEM image of attached gold nanoparticles (b) Enhancement spectrum of the developed SOI-PD 
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